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Telefunken Diode BA779S

Datasheet

BA779-BAT779S

Silizium-PIN-Dioden

Anwendungen: Stromgesteuerter HF-Widerstand in regelbaren Netzwerken

Besondere Merkmale:
@ GroBer Frequenzbereich 10 MHz...1 GHz

Abmessungen in mm

04 2088

Bestempelung: BA 779 PN
BA 7795+PN

Absolute Grenzdaten
Sperrspannung Uy
DurchlaBstrom le
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich ]"5

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Aia
auf Leiterplatte 50 mm x50 mmx 1,6 mm

Kenngréien
T =25°C falis nicht anders angegaeben

amb

DurchlaBspannung

l. =20 mA UF
Sperrstrom

U,=30v [
Diodenkapazitat

Uy =0, f=100 MHz Cu
Ditterantieller DurchlaBwidearstand

Jp=1.5mA, =100 MHz i
Sperrimpedanz

U, =0, f=100 MHz BATT9 !

BATTE S z

Standard Kunststoffgehiuse
23 A3 DIN 418698

JEDEC T 236

SOT 23

Gewicht max. 0,02 g

30 W
50 i,
125 C
-565....+125 o
500 KW

Min. Typ. Max.
1 W
50 né
0.5 pF
50 0
5 ki
9]
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BA 779-BA779S
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